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(57) Abstract 

A semiconductor chip (3) which is used in a chip card (1) has a thickness of less than approximately 100 /xm. According to the 
inventive method, the chip cards (1) can be provided with semiconductor chips (3) having especially large-surfaces, whereby extensive 
circuit structures and even large-surface storage structures can be provided semiconductor chips (3). 

(57) Zusammenfassung 



Ein Halbleiter-Chip (3) zur Verwendung in einer Chipkarte (I) hat eine Starke von weniger als ca. 100 /*m. Mit dem 
erfindungsgemassen Verfahren lassen sich Chipkarten (1) mit besonders grossflachig ausgebildeten Halbleiter-Chips (3) versehen, wobei 
auf dem Halbleiter-Chip (3) umfangreiche Schaltungsstrukturen und sogar grossflachige Speicheranordnungen vorgesehen werden kdnnen. 
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Beschreibung 

Siliziumf olie als Trager von Halbleiterschaltungen als Teil 
von Karten 

5 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren zur Herstellung einer 
Chipkarte sowie einen Halbleiter-Chip, der insbesondere zur 
Verwendung in einer Chipkarte bestiramt ist. 

10 Im Stand der Technik sind Chipkarten bekannt, die einen aus 
Silizium hergestellten Chip aufweisen. Bei den im Stand der 
Technik bekannten Chipkarten ist von Nachteil, daS die Kom- 
plexitat der auf dem Chip untergebrachten elektrischen Schal- 
tung limitiert ist, weil die maximale Grofie des Chips auf ca 

15 25 mm 2 begrenzt ist. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Chipkarte sowie ein 
Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte bereitzustellen, 
mit dem sich intelligentere Chipkarten herstellen lassen. Es 
20 ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, einen Halbleiter-Waf er 
bzw. einen daraus hergestellten Halbleiter-Chip bereitzustel- 
len, mit dem sich intelligentere Chipkarten herstellen las- 
sen . 

25 Diese Aufgabe wird gemaS der Erfindung dadurch gelost, da£ 
das Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte die folgenden 
Schritte auf weist : 

Vorsehen eines Halbleiter-Waf ers mit einer aktiven Seite 
und mit einer passiven Seite, 
3 0 r- Einbringen von groSf lachigen elektrisch aktiven Struktu- 

ren in die aktive Seite, und zwar mittels bekannter Ver- 
fahren wie z.B. Dotierung, 

Glatten der aktiven Seite des Halbleiter-Chips insbe- 
sondere mit einem CMP-Verf ahren, 
35 - Aufbririgen einer reversiblen Klebstof f schicht auf die ak 

tive Seite, 



i 
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Aufbringen des Halbleiter-Waf ers auf einen Handling- 
Wafer, und zwar derart, da£ die Klebstof f schicht zwischen 
der aktiven Seite des Halbleiter-Waf ers und dem Handling- 
Wafer gelegen ist, 

Abtragen der passiyen Seite des Halbleiter-Waf er bis auf 
eine Dicke von circa 100 Mikrometern oder weniger, 
Aufteilen des. Halbleiter-Waf ers in wenigstens einen Halb- 
leiter-Chip, insbesondere durch ein mechanisches Verfah- 
ren wie Sagen und/oder durch ein thermisches Verfahren 
wie Laserschneiden, wobei der Handling-Wafer dabei^ vor- 
zugsweise nicht zerstort wird, 

Losen der Verbindung zwischen Handling-Chip und Halblei- 
ter-Chip durch Passivierung der Klebstof f schicht , 
Aufbringen des Halbleiter-Chips auf einen Chipkartentra- 
ger, und zwar derart, dafi die passive Seite dem Chip- 
kartentrager zugewandt ist, 
Herstellen der vollstandigen Chipkarte . 

Mit dem erf indungsgemaSen Verfahren las sen sich Chipkarten 
mit besonders groSflachig ausgebildeten Halbleiter-Chips ver- 
sehen, Wobei auf dem Halbleiter-Chip umfangreiche Schaltungs- 
strukturen und sogar groBflachige Speicheranordnungen verge - 
sehen werden konnen. 

Die folgenden Schritte des erf indungsgemaSen Verf ahrens : 

Losen der Verbindung zwischen Handling-Chip und Halblei- 
ter-Chip durch Passivierung der Klebstof f schicht , 
Aufbringen des Halbleiter-Chips auf einen Chipkartentra- 
ger, und zwar derart, daS die passive Seite dem Chip- 
kartehtrager zugewandt ist, 

konnen auch gleichzeitig oder in vertauschter Reihenfolge 

durchgefuhrt werden, urn eine flexible und genaue Herstellung 

zu gewahrleisten . 

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dafi die Grofie der im 
Stand der Technik bekannten Chips und damit deren Komplexitat 
durch deren Starke begrenzt war. Chipkarten werden namlich im 
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Betrieb haufig Biegebelastungen ausgesetzt, die sich auf den 
in der Chipkarte eingelagerten Chip ubertragen. Bei dem im 
Stand der Technik bekannten Starken von circa 150 Mikrometern 
bis 185 Mikrometern der verwendeten Chips konnen bei einer 
5 Durchbiegung der Karte gerade in den Oberf lachenbereichen des 
Chips Zugspannungen entstehen, die zur einer Rifibildung im 
Chip fiihren. Bei einer Ausbildung des Chips mit .einer gerin- 
geren Starke entstehen bei einer ansonsten gleiehen Durchbie- 
gung der Chipkarte geringere Zugspannungen in Ober- 
10 f lachenbereichen des Chips, so daS die Rifigefahr verringert 
wird. Bei dem erf indungsgemafien Verfahren lassen sich Chips 
( mit einer Starke von deutlich weniger als 100 Mikrometern 
herstellen, was grofie Chipabmessungen gestattet. 

15 Dabei ist durch das Glatten der aktiven Seite des Halbleiter- 
Wafers und durch das groEflachige Einbringen von elektrisch 
aktiven Strukturen in die aktive Seite ein zuverlassiges Vor- 
sehen der elektrisch aktiven Strukturen im Halbleiter-Waf er 
moglich. Wenn nachfolgend der so strukturierte Halbleiter- 

20 Wafer mit einer reversiblen Klebstof f schicht an seiner akti- 
ven Seite auf einem Handling-Wafer befestigt wird, la£t sich 
die passive Seite des Halbleiter-Chips bequem und einfach ab- 
tragen. GemaS der Erfindung kann der Halbleiter-Chip auf der 
passiven Seite bis zu einer Dicke von 20 Mikrometern bis 50 

25 Mikrometern abgetragen werden . Dadurch laSt sich sogar ein 
f olienartiger Halbleiter-Chip herstellen. 

Anschliefiend kann der so ausgedunnte Halbleiter-Waf er nach 
auf dem Halbleiter-Waf er in einzelne Halbleiter-Chips aufge- 

3 0 teilt werden, die auf einen Chipkartentrager oder direkt in 
eirie Chipkarte eingebracht werden, wobei die passive Seite 
einer Seite des Chipkartentragers zugewandt ist. Vorzugsweise 
bereits vor dem Einbringen des Halbleiter-Chips auf einen 
Chipkartentrager wird die Verbindung zwischen dem Handling- 

3 5 Chip und dem Halbleiter-Chip durch Passivierung der Kleb- 
stof f schicht gelost. 
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Die Chipkarte kann durch Umspritzen des Halbleiter-Chips oder 
durch Laminierverfahren f ertiggestellt werden . Der Halblei- 
ter-Chip kann bedingt durch die gunstigen mechanischen Eigen- 
schaften fast die gesamte Flache der Chipkarte nutzen. 

Das Abtragen der passiven Seite des Halbleiter-Waf ers kann 
dabei wenigstens teilweise mittels chemischem und/ oder mecha- 
nischem Diinnschleif en erfolgen. In einem Endschritt des Ab- 
tragens des Halbleiter-Waf ers kann das Abtragen auch auf we- 
nigstens naBchemische Weise erfolgen. Ein Vorteil des^Abtra- 
gens auf nafichemische Weise besteht im wesentlichen darin, 
daS der Halbleiter-Waf er beim Abtragen sehr geringen extern 
auf gebrachten mechanischen Spannung ausgesetzt ist, was des- 
sen Haltbarkeit verbessert . 

Eine erf indungswesentliche Grundidee besteht darin, den Halb- 
leiter-Wafer durch Ruckseitenatzung auf Folienstarke zu redu- 
zieren, so daS Silziutn als Basismaterial seine sproden Mate- 
rialeigenschaf ten verliert. Diese Riickseitenatzung auf wenige 
Mikrometer erlaubt die Herstellung von Siliziumf olien, die 
dann als Bauelement-Folien beispielsweise in die Kartenpro- 
duktion eingehen. Die Folie ist dann Teil der Chipkarte. Die 
Chipkarte ubernimmt die Aufgabe des Gehauses, so daS Chipgro- 
Sen moglich sind, die theoretisch bis nahe zur KartengroSe 
gehen konnen. Die Folie wird danach durch nur f ormschlussig 
ausgefuhrte elektrische Kontakte mit der Aufienwelt verbunden. 
Dabei konnen die Kontakte aufgedruckt sein, mit einer BGA- 
Technik ausgefuhrt sein oder als Modul vorgesehen sein. Die 
elektrischen Kontakte haben dann nur noch die Funktion von 
Anschliissen und nicht mehr die einer mechanischen Schutzfunk- 
tion, wie bei den heute verwendeten Modulen. 

Die Erfindung umfafit auch einen Halblei ter-Chip insbesondere 
zur Verwendung in einer Chipkarte, der eine Dicke von weniger 
als circa iOO Mikrometern aufweist, wobei der Halbleiter-Chip 
durch ein erf indungsgemafies Verfahren hergestellt ist, daS 
insbesondere die folgenden Schritte aufweist: 
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Vorsehen eines Halbleiter-Waf ers mit einer groSf lachigen 
aktiven Seite, 

Glatten der aktiven Seite des Halbleiter-Waf ers insbe- 
sondere mit einem CMP-Verf ahren, 

Einbringen von elektrisch aktiven Strukturen in die akti- 
ve Seite mittels Dotierung, 

Aufbringen einer reversiblen Klebstof f schicht auf die ak- 
tive Seite, 

Aufringen des Halbleiter-Chips auf einen Handling -Chip, 
und z war derart, dafi die Klebstof f schicht zwischen dem 
Halbleiter-Chip und dem Handling-Chip liegt, 
Abtragen der passiven Seite des Halbleiter-Chips bis auf 
eine Starke von circa 100 Mikrometern. 

Der erf indungsgemafie Halbleiter-Waf er kann nachfolgend in we- 
nigstens einen Halbleiter-Chip aufgeteilt werden, insbesonde- 
re durch ein mechanisches Verf ahren wie Sagen und/oder durch 
ein thermisches Verfahren wie Laserschneiden, wobei der Hand- 
ling-Wafer dabei vorzugsweise nicht zerstort wird. 

Dabei kann nach dem Schritt des Abtragens der passiven Seite 
des Halbleiter-Chips bis auf eine Starke von 100 Mikrometern 
der Schritt des Abtragens der passiven Seite von einer Starke 
von 20 Mikrometern bis 50 Mikrometern vorgesehen sein, wobei 
das Abtragen wenigstens teilweise mittels chemischem und/oder 
mechanischem Dunnschleif en oder auch wenigstens auch teilwei- 
se auf naSchemische Weise erfolgen kann. 

Der erf indungsgemaSe Halbleiter-Chip zeichnet sich durch eine 
hohe mechanische Flexibilitat aus . 

Die Erfindung ist in der Zeichnung anhand von Ausfuhrungs- 
beispielen dargestellt. 



Figur 1 zeigt eine erf indungsgemaSe Chipkarte im Quer- 

schnitt, 
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Figur 2 zeigt eine weitere erf indungsgemaEe Chipkarte im 

Querschnitt, und 
Figur .3 zeigt einen Querschnitt durch einen erfindungs- 

gemaSen Halbleiter-Chip . 

Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch eine erf indungsgemaEe 
Chipkarte 1, die sich in einen Kartenkorper 2, in eine Chip- 
fblie 3 und in einen Kontaktbereich 4 gliedert . Die Chipfolie 
3 ist dabei in einer GieStechnik mit Kunststoff umspritzt. 

Der Kartenkorper 2 ist einstiickig* ausgefiihrt, so da£ die 
Chipfolie 3 im wesentlichen vollstandig vom Kartenkorper um- 
hiillt ist. Der Kontaktbereich 4 ist f ormschlussig im Karten- 
korper 2 vorgesehen und stellt die Verbindung zwischen der 
Chipfolie 3 und der AuSenwelt dar. Dabei ubernehmen elektri- 
sche Kontakte 5, die in ein Modul 6 eingesetzt sind, die • 
elektrische Verbindung. Aufgrund der diinnen Ausbildung der 
Chipfolie 3 ist die Chipkarte 1 hochflexibel und kann in wei- 
tem Ausmafi durchgebogen werden, ohne daS die Chipfolie 3 in 
einem ihrer Oberf lachenbereiche Risse zeigt. 

Figur 2 zeigt eine weitere erf indungsgemaSe Chipkarte 10, die 
in ihren wesentlichen Teilen der Chipkarte 1 aus Figur 1 ent- 
spricht. Den gleichen Bestandteilen sind daher gleiche Be- 
zugsziffern gegeben. Abweichend von Figur 1 ist die Chipfolie 
3 ist in einer Laminiertechnik f ertiggestellt worden. 

Im Unterschied zur Chipkarte 1 weist die Chipkarte 10 einen 
Kartenkorper 11 auf , der mehrschichtig aufgebaut ist. Dazu 
weist der Kartenkorper 11 eine Tragschicht 12 an der Unter- 
seite des Kartenkorper sowie eine Deckschicht 13 an der Ober^ 
seite des Kartenkorpers 11 auf. Die Chipfolie 3 ist zwischen 
der Tragschicht 12 und der Deckschicht 13 angeordnet, wobei 
in Randbereichen des Kartenkorpers 11 Laminierf olien 14 als 
Verbindungsbereiche vorgesehen sind, um den Kartenkorper 11 
vollstandig geschlossen zu gestalten. 
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Bei der Herstellung der Chipkarte 10 wird die Chipfolie 3 mit 
ihrer passiven Seite auf der Tragschicht 12 bef estigt . Dar- 
aufhin werden die Laminierf olien 14 und schliefilich die Deck- 
schicht 13 auf die Chipfolie 3 und die Tragschicht 12 auf ge- 
bracht . In einem abschlieSenden Schritt wird der Kontaktbe- 
reich 4 in die Deckschicht 13 eingesetzt . 

Figur 3 zeigt einen erf indungsgemafien Halbleiter-Chip 20, der 
xiber eine Klebstof f schicht 21 auf einem Halbleiter-Chip 22 
befestigt ist. Dabei ist eine aktive Seite des Halbleiter- 
Chips 2 0 dem Halbleiter-Chip 2 2 zugewandt, wahrend eine pas- 
sive Seite des Halbleiter-Chips 20 yom Halbleiter-Chip 22 
wegweist . In der aktiven Seite des Halbleiter-Chips 20 ist 
eine elektrisch aktive Struktur vorgesehen, daS durch eine 
dunne Strichlinie angedeutet ist. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte (1; 10), das 
die folgenden Schritte aufweist : 

Vorsehen eines Halbleiter-Waf ers (20) mit. einer akti- 
ven Seite und einer passiven Seite, 

Einbringen von elektrisch aktiven Strukturen in die 
aktive Seite insbesondere mittels Dotierung, 
Glatten der aktiven Seite des Halbleiter-Waf ers (20) 

insbesondere mit einem CMP -Verfahren, 

Aufbringen einer reversiblen Klebstof f schicht (21) auf 
die aktive Seite, 

Aufbringen des Halbleiter-Waf ers (20) auf einen Hand- 
ling-Wafer (22) , und zwar derart, daS die Klebstof f- 
schicht (21) zwischen dem Halbleiter-Waf er (20) und 
dem Handling-Wafer (22) liegt, 

Abtragen der passiven Seite des Halbleiter-Waf er (20) 
bis auf eine Dicke von ca. 100/xm Oder weniger, 
Aufteilen des Halbleiter-Waf ers (20) in wenigstens ei- 
nen Halbleiter-Chip (3) , 

Losen der Verbindung zwischen Handling-Wafer (22) und 
Halbleiter-Chip (3) durch Passivierung der Klebstof f- 
schicht (21) , 

Aufbringen des Halbleiter-Chips (3) auf einen Chip- 
kartentrager (12) , und zwar derart, daS die passive 
Seite dem Chipkartentrager ( 12) zugewandt ist. 

2. Verfahren zur Herstellung einer Chipkarte gemafi An- 
spruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
nach dem Schritt des Abtragens der passiven Seite des 
Halbleiter-Chips (3; 20) bis auf eine Dicke von ca. 100/xm 
der Schritt des Abtragens der passiven Seite des Halblei- 
ter-Chips (3; 20) bis auf eine Dicke von ca. 20/xm bis 
50/xm voirgesehen ist. 
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* 

3 . Verf ahren zur Herstellung einer Chipkarte gemafi An- 
spruch 1 Oder Anspruch 2 , 

dadurch gekennzeichnet , daS 

Schritt des Abtragens der passiven Seite des Halbleiter- 
Chips (3; 20) wenigstens teilweise mittels chemischem 
und/oder mechanischem Diinnschleif en erf olgt . 

4 . Verf ahren zur Herstellung einer Chipkarte gemafi einem der 
Anspruche 1 bis 3 , 

dadurch gekennzeichnet, d a £ _ 
Schritt des Abtragens der passiven Seite des Halbleiter- 
Chips (3; 20) wenigstens teilweise auf naEchemische Weise 
erf olgt . 

5. Halbleiter-Chip, insbesondere zur Verwendung in einer 
Chipkarte, mit einer Dicke von weniger als ca. 100/im, 
hergestellt durch ein Verf ahren, das die folgenden 
Schritte aufweist : 

Vorsehen eines Halbleiter-Waf ers (20) mit einer akti- 
ven Seite und einer passiven Seite, 

Einbringen von elektrisch aktiven Strukturen in die 
aktive Seite insbesondere mittels Dotierung, 
Glatten der aktiven Seite des Halbleiter-Waf ers (20) 
insbesondere mit einem CMP-Verf ahren, 

Aufbringen einer reversiblen Klebstof f schicht (21) auf 
die aktive Seite, 

Aufbringen des Halbleiter-Waf ers (20) auf einen Hand- 
1 ling-Wafer (22), und zwar derart , dafi die Klebstoff- 
schicht (21) zwischen dem Halbleiter-Waf er (20) und 
dem Handling- Wafer (22) liegt, 

Abtragen der passiven Seite des Halbleiter-Waf er (20) 
bis auf eine Dicke von ca. 100/xm oder weniger, 
Aufteilen des Halbleiter-Waf ers (20) in wenigstens ei- 
nen Halbleiter-Chip (3) . 
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6. Halbleiter-Chip nach Anspruch 5, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , d a E 

das Verf ahren zu seiner Herstellung nach dem Schritt des 
Abtragens der passiven Seite des Halbleiter-Waf ers (20) 
bis auf eine Dicke von ca. lOOpm der Schritt des Abtra- 
gens der passiven Seite des Halbleiter-Waf ers (20) bis 
auf eine Dicke von ca. 20^m bis 50/im vorgesehen ist . 

7. Halbleiter-Chip nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daS 

bei dem Verf ahren zu seiner Herstellung der Schritt des 
Abtragens der passiven Seite des Halbleiter-Waf ers (20) 
wenigstens * teilweise mittels chemischem und/oder mechani- 
schem Dunnschleif en erfolgt. 

8. Halbleiter-Chip nach einem der Anspruche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

bei dem Verfahren zu seiner Herstellung der Schritt des 
Abtragens der passiven Seite des Halbleiter-Waf ers (20) 
wenigstens teilweise auf naSchemische Weise erfolgt. 
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